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Talimatlar: Smavi tamamlamak i¢in 120 dakikaniz var. Sinav sirasinda sadece kendi hesap
makinenizi ve kendi el yazinizla A4 kagidinin én yiiziinii gegmeyecek sekilde
hazirlanmis ¢aliyma kagidini kullanabilirsiniz. Cep telefonlarimz kapali olmalidir.
Cevaplarimzi yazmak igin her sorunun altindaki boslugu kullaniniz. Gerekirse fazla bos kagit
dagitilacaktir. Sinavin ilk 10 dakikasinda sinav ile ilgili soru sorabilirsiniz. Ondan sonra
soracagmmiz her soru i¢in notunuzdan S puan diisiilecektir. Buna ragmen sordugunuz

soruya cevap alamayabilirsiniz. Iyi sanslar!

Advesoyad:  Ali |hsan  Giker

Ogrenci numarasi: N/ A
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1. a. Asagida bir kutudaki molekiillerin 3 farkli da
molekiil sayis1 ayn1 ve elektrik alan sifir ise sii

kiigtige dogru siralayimz. (10 puan)

¢ 8, @
BE, 8B
&é 5
2 wwﬁ%
8
& @
L 2 @
® o ©
s @ &@@

) @
ee ©%g

Jo

Jas

C\"’Ol’ﬁlar‘l

gilimi gosterilmistir. Her durumda kutudaki
riiklenme ve difiizyon akimlarini biiytikten
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b. p ve n tipi yariiletkenlerin yiikii nedir? Neden? (10 puan)
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2. Dﬁlillya yii}zleyin.in her metrekaresine 1400 W glines enerjisi glicti diiser. Giinegte
ﬁergzn esen ter bir fizyon sonucu 4,16 x 10" J enerji ag1fa giktigina gore glineste her saniye
arcanan proton miktar ne kadardir? (Diinya-Gtines arasi mesafe 150 milyon km) (20 puan)

bReE = 28 40" 2 (r 245 40" m)

T-oF]o\m gig = 1,4.‘1()3- 28-1022 = 4"026 W
Her {Uzgon 4/16. 10-12J ise her saniye
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4,16 107"
He-f‘ {szjoﬂclq 4 Ff‘olon L\C\PCC\F\CLSW\Q sb'f‘e

”\er somiije. % {038 Pro-l»on Aqr‘camr'.
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b. Giines 15181 aniden kapatildiktan 10™* s sonra azinlik desiklerin konsantrasyonu ne
kadar olur? (10 puan)
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plio™) < 2.40° + 3.40% ga3. 10 . ( 0"
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4. pn baglanti noktasindan olu ;
= $an bir kristal silik i ‘e
atom yogunlugi Np=10"'5 a3 . ristal silikon giines pilinde » tipi b :
olarak veriliy 0% VeDsafosiljim V€ p tipi bélgedeki kabul edici atom yopglun?lllggid;/kl:?%glesiay.lf '
A. p ve n bdlgeleri arazlllr:l(;laf‘slywl konsantrasyonu 300 K’de 71,5 x 1 0! gm"‘* ise "
" puan) 1 potansiyel fark ¥, nedir? (300 K’de ksT=0,025 eV ) (10

e\/o =|<BT.(Q NH'ND>
n;*

V, = 0,025. (n( 0% 10"

2,25, 4020) = 061V

b. Deplasylc;n bdlgesinin genisligi ne kadardir? (6,=11,7, £~8,854x 10 C2 N cm™?,
e=1,6x10" ONE puan)

()u‘:‘/&_éi_\/o.('1 +._1_.)
e Na N,

W = /2147 8,85 107% 1 1
-19 '0/61-(-———4-—————
1,6-10 10 16 1015

= 9,32'/0—-5 Cf‘ﬂ

c. Fotouyarilma akimi J=9,5 A ve doyum akimi Jy=0,8 A ise acik devre voltaji Vyc
nedir? (5 puan)

V. = LT (n(_{tm)
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Voe = 0,025 (n(Z’gSJ-f) = 0,06V
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yariiletkenlerden olugan ¢ok bagl g1, Eg% Ve Eg 3 gibi tig farkli bant aciklifina sahip

ines panelinin bant agikliklarinin diyagrami
olusturan GalnP,, GaAs Ve : fiziksel yapisi gosterilmistir. By paneli
puan) Ge maddelerlyle Eg.l‘ Eg‘z ve Eg_3 bant aclkhklarml eslestiriniz. (20
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